
Туннелирование в наноструктурах

1. Метод матриц переноса.
2. Резонансно-туннельный диод.
3. Кулоновская блокада и

туннельный экситон.



Вероятность туннелирования и прозрачность
барьера
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В случае локализованных состояний.

В случае нелокализованных состояний
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Матрицы переноса



Расчет прозрачности барьера

)(2 * z
z

EVm −
=κ

При Ez.<< V



Резонансно-туннельный диод
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Плотность туннельного тока имеет следующий вид:
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- функция подачи электронов



ВАХ вблизи резонанса узкой квантовой ямы при
низкой температуре
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что выполняется лучше в случае узкой квантовой
ямы
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В случае d >> D можно пренебречь поляризацией квантовой ямы и считать что:
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Линейный рост тока будет до тех пор пока cEE >0)0(0EEVe Feth −=α
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Кулоновская блокада


